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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Quatriéme partie: Diodes et transistors hyperfréquences

PREAMBULE

gs oll sont représentés
tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possibl€ un accofdN ional sur les sujets

Le Comité d'Es Suni & ptémbre 1982, a approuvé le remaniement des Publications 147
et 148 qui consiste € i i fonction des semiconducteurs traités. Toutes les parties consti-

tuantes ayant déja é1é\q suivant la Régle des Six Mois ou la Procédure des Deux Mois, il n'a

Les informatiqns rel
CEIL

ives aux essais mécaniques et climatiques sont incorporées dans la Publication 749 de la

Cette norme sera tenue 2 jour en révisant et en €largissant son texte paralleélement a la poursuite des travaux du
Comité d'Etudes n° 47 pour tenir compte des progres effectués dans le domaine des dispositifs discrets.

Cette norme annule le contenu des Publications 147-1F, 147-2B, 147-2F, 147-2K, 148A et 148B qui concerne les
dispositifs discrets hyperfréquences.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 4: Microwave diodes and transistors

FOREWORD

on which\all the National

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committegs
agus of\Qpinion on the

Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an internatighal tong
subjects dealt with.

This standard has been prepared by IEC Techmical .47 gnductor devices.

Publication 747-4 constitutes the fourth p 3 rd on discrete devices, Publication 747.

the standards on discrete dev

The meetingrof Tl (6 ¢ld ¥ Kondon in September 1982, approved the reorganization of
Publications 147 and 48 j ; vice-Oyiented arrangement. Since all the constituent parts had been
previously approved b xMienths' Rule or Two Months' Procedure, a new vote was not deemed

necessary.

Material concgrning

Material conc€ming meshanital and climatic test methods is included in Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work in Technical Committee
No. 47 continues and takes into account advances in the field of discrete devices.

This standard supersedes the material in Publications 147-1F, 147-2B, 147-2F, 147-2K, 148A and 148B dealing
with microwave discrete devices.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Quatrieme partie: Diodes et transistors hyperfréquences

CHAPITRE I: GENERALITES

Note d'introduction

La présente publication doit €tre utilisée avec la Publication 747-1 qui dong nformations de base
sur:
— laterminologie;

— les symboles littéraux;
— les valeurs limites et caractéristiques essentielles;
— les méthodes de mesure;

— laréception et la fiabilité.

L'ordre des différents chapitres dans la présentd e a la Publication 747-1,

chapitre III, paragraphe 2.1.

Domaine d'application

La présente publicatign donne les '-. les\catégories suivantes de dispositifs discrets:
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 4: Microwave diodes and transistors

CHAPTER I: GENERAL

1. Introductory note

As arule, it will be necessary to use Publication 747-1 together with the present pulf on. In 747-1 the

user will find all basic information on:
— terminology;

— letter symbols;

— essential ratings and characteristics;

— measuring methods;

— acceptance and reliability.

The sequence of the different chapters in the present sorda ith Publication 747-1,

Chapter III, Sub-clause 2.1.

2. Scope

— Mixer diodesand
— Avalanche
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